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第 2 章では，本研究で合成したいくつかの新規な π電子系 starburst 分子のガラス状態からの緩和過程について検
討し，それらが熱履歴によって複数の結晶形態をとるポリモルフイズムを示すことを見いだすとともに，ポリモルフイ
ズムが π電子系 starburst 分子について一般性を有していることを示し，過冷却液体から低融点結晶を経て最も融点
の高い結晶へ相転移する過程の詳細について述べている。











性に優れるアモルファス分子材料の創製を目的として， starburst 分子と名付けた新規な π電子系物質の設計・合成
とそれらのモルフォロジ一変化およびガラス状態における導電性に関する研究結果をまとめたものである。その主な
成果を要約すると，次のとおりである。
(1 )高いガラス転移温度を有するアモルファス分子材料の創製を目的として，剛直基を有する新規 π 電子系 starburst




(2)合成した π電子系 starburst 分子が，熱履歴により複数の結晶形態をとるポリモルフイズムを示すことを見い出し，
ガラスから過冷却液体，低融点結晶を経て最も融点の高い結晶へ相転移する過程の詳細を明らかにするとともに，
ポリモルフイズムが π電子系 starburst 分子について一般性を有していることを明らかにしている。
(3)創出した π電子系 starburst 分子のアモルファス薄膜に化学的ドーピングを行うことにより， これまで知られてい
なかったアモルファス導電体の創出に初めて成功し，その導電性を明らかにしている o
以上のように，本論文はモルフォロジ一安定性ならびに耐熱性に優れるアモルファス分子材料を創出し，高いガラ
ス転移温度を有するアモルファス分子材料創製のための分子設計指針を確立するとともに，ガラス状態における物性
を明らかにしており，有機材料化学および‘有機固体化学の発展に寄与するところが大きし」よって，本論文は博士論
文として価値あるものと認める。
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